ELECTRONICA INDUSTRIAL. 5 septiembre 2003

1.- La funcion diferencia de potencial en los terminales de la inductancia a disefar es la
indicada en la figura. Se desea que el valor minimo de intensidad por la inductancia sea
iLmin=0A y el rizado de intensidad Ai;=5A. Se pretende que la variacion maxima de flujo
magnético sea AB=250mT. Calctlese: el nimero de vueltas, el area producto y el entrehierro.
Dato: seccion del nucleo Ac=150mm2, factor de llenado k,,=0,4, permeabilidad magnética
del aire u0=47th'7 H/m
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2.- Transitorio ON-OFF en un SCR dibujar las formas de onda caracteristicas indicando en
detalle los parametros y tiempos que caracterizan la conmutacion

3.- Un rectificador monofasico totalmente controlado presenta un angulo de solape pu=30°
para una carga I, y un angulo de control a=0°. Determinar el angulo de solape p cuando
0=45° y se mantiene la carga I,. Dibujar la tensioén de salida y la intensidad de la fuente en
ambos casos.

4.- Calcular y dibujar la tension y el primer armoénico de intensidad de salida de un inversor
monofasico en puente con control PWM unidireccional. Datos: V4= 200V m,=0,8, m#=10.
R=87Q, L=160mH, f,;=50Hz.
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2.- ON-OFF

Bloqueo estatico
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Existe equilibrio entre la distribucién de portadores y la intensidad que se hace
circular por el dispositivo. El paso de conduccién a bloqueo se produce en el instante
en que la intensidad i, disminuye por debajo del valor de mantenimiento In.
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Cuando la intensidad i, disminuye por debajo del nivel de mantenimiento Iy existe
un nivel de exceso de portadores de carga que mantienen la conductividad de
tiristor. Se produce asi un tiempo de recuperaciéon inversa, t, como ocurre en los
diodos que depende de la intensidad inicial Ir y de la variacién de intensidad en el
transitorio dir/dt.

Tras la conmutacién es necesario mantener al tiristor en situacién de bloqueo
durante un tiempo de proteccion tq para que se recombinen el exceso de portadores
de carga y se recupere la capacidad de soportar tensiéon directa vac. El tiempo de
proteccion necesario depende de la tension reaplicada Vac y de la derivada de
tension reaplicada dVac/dt. El objetivo es que al imponer un tension positiva Vac la
intensidad de fugas no supere el valor de enclavamiento Ipo.
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V,=mV, =160V Vv, =11314V ; Zon =100,5Q ; o=
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I,=164 ; I, =1134
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